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PNP-Epitaxial-Silizium-Planar-Transistoren 2N2411, 2N2412
Sehr schnelle Schalter und VHF-Verstérker

hre von 50 pA bis 50 mA garantiert.

Garantierte Gesamtschaltzeit — max. 125 ns bei 10 mA
fr — min 140 MHz

Ucesaty — max. 0,2 V bei 10 mA

* Mechanische Daten
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Dier Kalleksor ist mit dem Gehiiuse elekiriedh varbundan

* Absolute Grenzwerte

Kollektor-Basis-Spannung 5V
Kollektor-Emitterspannung (Bam. 1) an
Emitter-Basis-Spannung 5V

Kollektorstrom 100 maA
Gesamtverlustleistung (Bem. 2) 300 mw
Gesamtverlustieistung bei Tg = 25°C (Bem. 3) 1w
K.ollektor-Sperrschichttemperatur 200 °C
Lagerungs-Temperaturbereich —65 “C bis +300°C
Bamerkungen:

1. Dieser Wert liegt an, wenn die Basis-Emitterdiode offen ist.
2, Lineare Abnahme bis Ty = 200°C mit 1,72 mW/°C,
3. Lineare Abnahme bis Tg = 200°C mit 5,71 mW/*C,

* JEDEC registriert.

Datasheet Rev. 1.3 — 03/19 — data without warranty / liability



OEM: Texas Instruments Transistor 2N2411 Datasheet

* Elgktrische Kennwerte bel Ty = 25 °C (wenn nicht anders angegeben)

Parameter Prifbedingungen Type *min typ *max Einheit

Upryceo Kollektor-Emitter- lg=—10m#A, Ilg=10 —20 W
Durchbruchspannung (Bem. 4)

Ices HKollektor-Emitter- Ugg=—25V, Ugg =10 05 —10 ni
Reststrom (Bem. 5)

lces Kollekior-Emithar- Uep=—25Y, Uge =0, -0,5 =10 A
Reststrom Ty = 160°C  (Bem. §)

lgpo Emitter-Basis Ugp= —GV, lg=0 =01 =10 na
Reststrom

heg Gleichstrom- Ugg = —05V, lg = —80 pA 2N2411 10
varstarkung oN241Z2. 20

hee Glaichstram- Ucg =—05V, lg= —10 mA 2NI2#11 20 )
verstarkung ZMNZ412 40 120

hre Gleichstrom- Uog = =05V, Ig = =10 mA, ZN2411 0
verstarkung Ty = —B5°C ZN241Z 20

hre Gleichstrom- Ugg=—1V, lg=—50maA 2N2411 10
verstirkung {Bem, 4) 2N2412 D0

Upe Basis-Emitter- lg = —1 mA, lg=—=10mA =070 —080-—-050 W
spannung {Bem, 4)

Uce(saty Hollekior-Emitter- lg = —1mA, lg=—10mAa —012 =020 WV
Restspannung (Bem, 4)

he1e KurzschluB- Uge = —10 ¥, lg = —10 mA, 14 20
Stromverstiarkung f = 100 MHz

Con Learlaiif- Uep = =8V, lg=10, 37 50 pF
Ausgangskaparitat f=1MHz

Ciw Leerlaut- Ugp = =05V, lc=0, 40 8D pF

Eingangskapazitit fe=1MHz

Bemerkungen:

4, ImpulsmaBig gemessen: Impulsbreite = 300 us, Tastverhiltnis = 2%
5, Fiir stabile Schaltkreiskalkulation sollte Icgs anstelle lcpo verwendat werdan,

* JEDEC registriert
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* Schaltwerte bei Ty = 25°C

Parameter Prifbedingungen®* fyp " max Einheit
ta Verzégerungszeit lgg = —10 mA, lgpy = —25 mA T 10 ns
ts Anstiegszeit Upgjet = +1.2V, R, = 300 Q 8 20 ns
ton Einschaltzait (Bild 1) 15 25 ns
fa Speicherzeit lg = —10 mA, [mpy = =25 mA 80 90 ns
te Abfallzeit Impy = +20mA, Ry = 300Q 12 20 ns
tutt Ausschaltzeit (Bild 1) 62 100 ns

** MNannwerle

Bemearkungen:
a) Die Eingangs-Signalformen haben folgende Werte:
te = 1 ns, Impulsbreite = 200 ns.

b} Alle Signalformen werden auf einem Oszillographen mit folgenden Daten betrachiet:
tr= 1 ns, Reing = 100 kQ, Ceing = 3 pF. Die Eingangsimpedanz des Oszillographen ist
in dem gezeigten R mit enthalten; R gesamte Kollektor-Widerstandslast und Cr, ge-
samte Kollektor-Shuntkapazitat.

c) Alle Widerstande + 1% Toleranz.

* JEDEC registriert.
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Spannungs-Signalformen
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Aguivalenter Schaltkrels
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